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(54)【発明の名称】 ＭＶＡ型液晶表示器

(57)【要約】
【課題】  ディスクリネーションを減らし、透過率を上
げ、応答時間を短縮し、さらに、色ずれを防止し、製造
工程の歩留まりを高める、構造の簡単なMVA型液晶表示
器を提供する。
【解決手段】  上基板と、下基板と、前記下基板上にお
いて複数の走査線と複数のデータ線で区切られた、少な
くとも一つの画素ユニットを有する複数の画素領域と、
から構成されるMVA型液晶表示器において、各画素ユニ
ットに、互いに対応し平行且つ交差する第１液晶分子チ
ルト制御装置と第２液晶分子チルト制御装置が設けられ
ることによってディスクリネーションを減らし、透過率
を上げ、応答時間を短縮する。更に、第１液晶分子チル
ト制御装置と第２液晶分子チルト制御装置は、そのチル
ト方向がサイクリック鏡像反射式に配向されているた
め、視角が大きい時の色ずれを防止することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  上基板と、下基板と、前記下基板上に複
数の走査線と複数のデータ線で区切られ、少なくとも一
つの画素ユニットを有する複数の画素領域と、から構成
されるMVA型液晶表示器において、前記画素ユニット
は、更に、
前記の各画素ユニットに同ギャップで且つ平行して配置
されている複数の第１液晶分子チルト制御装置と、
前記上基板上に第１液晶分子チルト制御装置と対応し平
行且つ交差して配置されている、複数の第２液晶分子チ
ルト制御装置と、を備え、
隣接する前記各画素ユニット上に設けられた第１液晶分
子チルト制御装置と第２液晶分子チルト制御装置は、そ
のチルト方向が一対一、二対二、又は三対三といったサ
イクリック鏡像反射式に配向されていることを特徴とす
るMVA型液晶表示器。
【請求項２】  前記第１液晶分子チルト制御装置と前記
第２液晶分子チルト制御装置は、同ギャップで且つ平行
している斜め方向のバンプであることを特徴とする請求
項１に記載のMVA型液晶表示器。
【請求項３】  更に前記第２液晶分子チルト制御装置の
各バンプ両端に、画素ユニットの境界に沿って画素ユニ
ットの境界電界の不均一性を解消するためのバンプを形
成することを特徴とする請求項２に記載のMVA型液晶表
示器。
【請求項４】  前記第１液晶分子チルト制御装置と前記
第２液晶分子チルト制御装置は、同ギャップで且つ平行
している斜め方向のスリットであることを特徴とする請
求項１に記載のMVA型液晶表示器。
【請求項５】  更に前記第２液晶分子チルト制御装置の
各バンプ両端に、画素ユニットの境界に沿って、画素ユ
ニットの境界電界の不均一性を解消するためのバンプを
形成することを特徴とする請求項４に記載のMVA型液晶
表示器。
【請求項６】  更に、前記第２液晶分子チルト制御装置
に、液晶分子のITOスリット端部での配向の不均一性を
解消するためのバンプを形成することを特徴とする請求
項５に記載のMVA型液晶表示器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、広視角を有するMV
A（Muti-domain Vertical Alignment）型液晶表示器に
関し、特に液晶分子のディスクリネーション（disclina
tion lines）を防ぎ応答時間を短縮するMVA型液晶表示
器に関する。
【０００２】
【従来の技術】現在のMVA技術において、バンプ（Bum
p）、ITOスリット（ITO slit）、又はITO電極の端部に
電圧を印加したことで発生する不均一電界により、液晶
分子を複数の異なる方向にチルトさせ、一つの画素（pi

2
xel）を複数のドメイン（domain）に分ける。電圧を印
加した後の液晶分子のチルト方向は主に四つのドメイン
に分けられる。
【０００３】例えば、ヨーロッパ特許ＥＰ０８８４６２
６に開示されている従来のMVA液晶表示器には、図１に
示すように、のこぎり状バンプ１１Ａ、１１Ｂが配置さ
れる。それらのバンプ１１Ａ、１１Ｂは、各画素１２に
連続的に配置することにより、両基板間にある液晶分子
１３を四つの方向にチルトさせ、四つのドメインが形成
されるため、視角の対称性が向上されると共に、視角が
大きい時の色ずれ（color shift）が解消される。しか
し、バンプ１１Ａ、１１Ｂの先端部で液晶分子１３のデ
ィスクリネーションが発生してしまう。このディスクリ
ネーションにより、透過率を落とすことになる。さら
に、バンプ１１Ａ、１１Ｂの先端部の電界は、電圧を加
え始める時、不安定な状態にあるため、液晶分子１３
は、直ちに所定の方向にチルトできず、応答時間（resp
onse time）が長くなる。即ち、ドメインが多ければ多
いほど、色ずれが解消され、視角の対称性が向上される
が、ディスクリネーションもそれによって多くなる。
【０００４】ディスクリネーションを防ぎ、応答時間を
短縮するために、バック露光式（back-side exposure, 
BSE）MVA型液晶表示器が提供された。しかし、バック露
光式MVA型液晶表示器では、上下両基板にバンプを形成
しなければならず、しかもカラーフィルタ基板側のバン
プ構造が一般のバンプより複雑なため、特殊な製造工程
で制御する必要があり、製造工程の歩留まりが影響され
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述した問
題を鑑みてなされたものであり、ディスクリネーション
を減らし、透過率を上げ、応答時間を短縮し、さらに、
色ずれを防止し、製造工程の歩留まりを高める、構造の
簡単なMVA型液晶表示器を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、それぞれ上基
板と下基板の画素ユニットに、互いに連結しない第１液
晶分子チルト制御装置と第２液晶分子チルト制御装置構
造をそれぞれ配置することにより、ディスクリネーショ
ンを減らし、輝度を上げ、応答時間を短縮することがで
きる。さらに、第１液晶分子チルト制御装置と第２液晶
分子チルト制御装置において、そのチルト方向は、一対
一、二対二又は三対三といったサイクリック鏡像反射式
に配向しているため、色ずれを防止するとともに、一般
のMVA型液晶表示器の高コントラスト及び広視角の特性
を保つことができる。
【０００７】また、本発明は、製造工程の歩留まりを高
める構造の簡単なバンプ又はITOスリット構造を提供す
ることを目的とする。本発明のバンプ又はITOスリット
構造は、単一画素を設計の単位としているため、各サイ
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ズの製品に適応し、バンプ又はITOスリットの構造設計
を変える必要がない。
【０００８】
【発明の実施の形態】実施形態１
図７は、本発明の実施形態１による液晶分子チルト制御
装置における一対一のサイクリック鏡像反射の配向形式
を示す図である。画素ユニット２０１毎に設けられた第
１液晶分子チルト制御装置２２Ｂと第２液晶分子チルト
制御装置２２Ａは、そのチルト方向が全て隣接する上下
左右の画素ユニット２０１の液晶分子チルト制御装置の
チルト方向と鏡像反射の配向になり、しかも順次に一対
一のサイクルを成し、視角が大きい時の色ずれを防止す
ることができる。このような配向形式は、本発明の他の
実施形態でも可能である。
【０００９】図８は、本発明の実施形態１による液晶分
子チルト制御装置における二対二のサイクリック鏡像反
射の配向形式を示す図である。二つの画素ユニット２０
１毎に設けられた第１液晶分子チルト制御装置２２Ｂと
第２液晶分子チルト制御装置２２Ａは、そのチルト方向
が全て隣接する上下左右の二つの画素ユニット２０１の
液晶分子チルト制御装置のチルト方向と鏡像反射の配向
になり、しかも順次に二対二のサイクルを成し、視角が
大きい時の色ずれを防止することができる。このような
配向形式は、本発明の他の実施形態でも可能である。
【００１０】図９は、本発明の実施形態１による液晶分
子チルト制御装置における三対三のサイクリック鏡像反
射の配向形式を示す図である。三つの画素ユニット２０
１毎に設けられた第１液晶分子チルト制御装置２２Ｂと
第２液晶分子チルト制御装置２２Ａは、そのチルト方向
が全て隣接する上下左右の三つの画素ユニット２０１の
液晶分子チルト制御装置のチルト方向と鏡像反射の配向
になり、しかも順次に三対三のサイクルを成し、視角が
大きい時の色ずれを防止することができる。このような
配向形式は、本発明の他の実施形態でも可能である。
【００１１】図２（Ａ）は、本発明の実施形態１におけ
る一つの画素領域を示す平面図である。図２（Ｂ）は、
図２（Ａ）のＡＡ'方向に沿った断面図である。図２
（Ｃ）と図２（Ｄ）は、図２（Ａ）のＢＢ'方向に沿っ
た断面図であり、図２（Ｃ）は液晶分子に電界を印加し
ていない状態を示し、図２（Ｄ）は液晶分子に電界を印
加した状態を示す。図２（Ａ）に示すように、画素領域
２０の上基板１１Ａと下基板１１Ｂ上には、それぞれ複
数の同ギャップで且つ平行する斜め方向の第１液晶分子
チルト制御装置２２Ｂと第２液晶分子チルト制御装置２
２Ａが配置されている。第１液晶分子チルト制御装置２
２Ｂと第２液晶分子チルト制御装置２２Ａは、互いに平
行且つ交差して配向されているバンプである（図２
（Ｂ）参照）。さらに、上基板１１Ａと下基板１１Ｂと
の間に負の誘電率をもつ異方性の配向式液晶分子２３が
封入される。

4
【００１２】上基板１１Ａと下基板１１Ｂに電界を印加
していない場合に、図２（Ｃ）に示すように、第１液晶
分子チルト制御装置２２Ｂと第２液晶分子チルト制御装
置２２Ａのバンプ表面に隣接する液晶分子を除き、液晶
分子２３は、ほぼ上基板１１Ａと下基板１１Ｂに互いに
垂直となっている。
【００１３】一方、上基板１１Ａと下基板１１Ｂに所定
の電界を印加すると、図２（Ｄ）に示すように、液晶分
子２３は、ほぼ上基板１１Ａと下基板１１Ｂに平行する
方向にチルトする。画素領域２０の間にある第１液晶分
子チルト制御装置２２Ｂと第２液晶分子チルト制御装置
２２Ａは、互いに図１に示すようなのこぎり状に連なっ
ていないため、従来の技術のように液晶分子がのこぎり
状の先端部でディスクリネーションを発生せず、輝度を
上げることができる。また、第１液晶分子チルト制御装
置２２Ｂと第２液晶分子チルト制御装置２２Ａは、のこ
ぎり状の先端を持たないため、応答時間を短縮すること
ができる。したがって、本発明によるMVA型液晶表示器
は、高コントラスト及び広視角を同時に備える。
【００１４】実施形態２
図３（Ａ）は、本発明の実施形態２における一つの画素
領域を示す平面図である。図３（Ｂ）は、図３（Ａ）の
ＡＡ'方向に沿った断面図である。図３（Ｃ）と図３
（Ｄ）は、図３（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図であ
り、図３（Ｃ）は液晶分子に電界を印加していない状態
を示し、図３（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態を
示す。下基板１１Ｂに設けられた第１液晶分子チルト制
御装置３２Ｂと上基板１１Ａに設けられた第２液晶分子
チルト制御装置３２Ａは、互いに連結していないバンプ
である。さらに、第２液晶分子チルト制御装置３２Ａの
両端に、画素領域３０の各画素ユニット３０１の境界に
沿ってバンプ３４を形成することにより、画素ユニット
３０１の境界電界の不均一性を解消し、画素ユニット３
０１の境界上に発生するディスクリネーションを減ら
し、輝度を上げることを達成する。
【００１５】実施形態３
図４（Ａ）は、本発明の実施形態３における一つの画素
領域を示す平面図である。図４（Ｂ）は、図４（Ａ）の
ＡＡ'方向に沿った断面図である。図４（Ｃ）と図４
（Ｄ）は、図４（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図であ
り、図４（Ｃ）は液晶分子に電界を印加していない状態
を示し、図４（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態を
示す。下基板１１Ｂに設けられた第１液晶分子チルト制
御装置４２Ｂは、ITOスリットであり、上基板１１Ａに
設けられた第２液晶分子チルト制御装置４２Ａは、バン
プである。ITOのエッチングのパターンのみを変えるこ
とにより、前述したバンプ液晶チルト装置と同様な目的
を達成し、且つバンプ液晶チルト装置と比べて、その製
造工程の数を減らすことができる。
【００１６】実施形態４
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図５（Ａ）は、本発明の実施形態４における一つの画素
領域を示す平面図である。図５（Ｂ）は、図５（Ａ）の
ＡＡ'方向に沿った断面図である。図５（Ｃ）と図５
（Ｄ）は、図５（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図であ
り、図５（Ｃ）は液晶分子に電界を印加していない状態
を示し、図５（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態を
示す。下基板１１Ｂに設けられた第１液晶分子チルト制
御装置５２Ｂは、ITOスリットであり、上基板１１Ａに
設けられた第２液晶分子チルト制御装置５２Ａは、バン
プである。第２液晶分子チルト制御装置５２Ａの両端
に、画素領域５０の各画素ユニット５０１の境界に沿っ
てバンプ５４を形成することにより、画素ユニット５０
１の境界電界の不均一性を解消し、各画素ユニット５０
１の境界上に発生するディスクリネーションを減らし、
輝度を上げることを達成する。
【００１７】実施形態５
図６（Ａ）は、本発明の実施形態５における一つの画素
領域を示す平面図である。図６（Ｂ）は、図６（Ａ）の
ＡＡ'方向に沿った断面図である。図６（Ｃ）は、図６
（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図である。図６（Ｄ）
と図６（Ｅ）は、図６（Ａ）のＣＣ'方向に沿った断面
図であり、図６（Ｄ）は液晶分子に電界を印加していな
い状態を示し、図６（Ｅ）は液晶分子に電界を印加した
状態を示す。下基板１１Ｂに設けられた第１液晶分子チ
ルト制御装置６２Ｂは、ITOスリットであり、上基板１
１Ａに設けられた第２液晶分子チルト制御装置６２Ａ
は、バンプである。さらに、第２液晶分子チルト制御装
置６２Ａの両端に画素領域６０の各画素ユニット６０１
の境界に沿ってバンプ６４を形成することにより、画素
ユニット６０１の境界電界の不均一性を解消する。ま
た、第１液晶分子チルト制御装置６２Ｂに対応する下基
板１１Ｂの端部にバンプ６５を形成することにより、第
１液晶分子チルト制御装置６２Ｂ に発生した液晶分子
配向の不均一性を解消する。
【００１８】また、上述した本発明の実施形態におい
て、第１液晶分子チルト制御装置と第２液晶分子チルト
制御装置は、その長軸方向と画素境界の最適角度が４５
度である。
【００１９】上に述べたものは、本発明を説明する便宜
上での好適実施例であり、本発明は前記好適実施例に狭
義的に制限されない。本発明を基とするあらゆる変更
は、すべて本発明の特許請求の範囲に属する。
【００２０】
【発明の効果】本発明のMVA型液晶表示器によれば、そ
れぞれ上基板と下基板の画素ユニットに、互いに連結し
ない第１液晶分子チルト制御装置と第２液晶分子チルト
制御装置構造をそれぞれ配置することにより、ディスク
リネーションを減らし、輝度を上げ、応答時間を短縮す
ることができる。さらに、上記第１液晶分子チルト制御
装置と上記第２液晶分子チルト制御装置において、その
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チルト方向がサイクリック鏡像反射式に配向しているた
め、色ずれを防止するとともに、高コントラスト及び広
視角の特性を保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のMVA型液晶表示器を示す平面図である。
【図２】（Ａ）は本発明の実施形態１における一つの画
素領域を示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ'方
向に沿った断面図であり、（Ｃ）は液晶分子に電界を印
加していない状態での（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面
図であり、（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態での
（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図である。
【図３】（Ａ）は本発明の実施形態２における一つの画
素領域を示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ'方
向に沿った断面図であり、（Ｃ）は液晶分子に電界を印
加していない状態での（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面
図であり、（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態での
（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図である。
【図４】（Ａ）は本発明の実施形態３における一つの画
素領域を示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ'方
向に沿った断面図であり、（Ｃ）は液晶分子に電界を印
加していない状態での（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面
図であり、（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態での
（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図である。
【図５】（Ａ）は本発明の実施形態４における一つの画
素領域を示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ'方
向に沿った断面図であり、（Ｃ）は液晶分子に電界を印
加していない状態での（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面
図であり、（Ｄ）は液晶分子に電界を印加した状態での
（Ａ）のＢＢ'方向に沿った断面図である。
【図６】（Ａ）は本発明の実施形態５における一つの画
素領域を示す平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ' 方
向に沿った断面図であり、（Ｃ）は（Ａ）のＢＢ'方向
に沿った断面図であり、（Ｄ）は、液晶分子に電界を印
加していない状態での（Ａ）のＣＣ'方向に沿った断面
図であり、（Ｅ）は液晶分子に電界を印加した状態での
（Ａ）のＣＣ'方向に沿った断面図である。
【図７】本発明の実施形態１による液晶分子チルト制御
装置における一対一のサイクリック鏡像反射の配向形式
を示す図である。
【図８】本発明の実施形態１による液晶分子チルト制御
装置における二対二のサイクリック鏡像反射の配向形式
を示す図である。
【図９】本発明の実施形態１による液晶分子チルト制御
装置における三対三のサイクリック鏡像反射の配向形式
を示す図である。
【符号の説明】
１１Ａ    下基板バンプ
１１Ｂ    上基板バンプ
１２      画素
１３      液晶分子
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２０      画素領域
２０１    画素ユニット
２２Ａ    第２液晶分子チルト制御装置
２２Ｂ    第１液晶分子チルト制御装置
２３      液晶分子
３０      画素領域
３０１    画素ユニット
３２Ａ    第２液晶分子チルト制御装置
３２Ｂ    第１液晶分子チルト制御装置
３３      液晶分子
３４      画素ユニット境界バンプ
４０      画素領域
４０１    画素ユニット
４２Ａ    第２液晶分子チルト制御装置
４２Ｂ    第１液晶分子チルト制御装置 *
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*４３      液晶分子
５０      画素領域
５０１    画素ユニット
５２Ａ    第２液晶分子チルト制御装置
５２Ｂ    第１液晶分子チルト制御装置
５３      液晶分子
５４      画素ユニット境界バンプ
６０      画素領域
６０１    画素ユニット
６２Ａ    第２液晶分子チルト制御装置
６２Ｂ    第１液晶分子チルト制御装置
６３      液晶分子
６４      画素ユニット境界バンプ
６５      ITOスリットバンプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】 【図６】

【図８】 【図９】
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【図５】 【図７】
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